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III 族窒化物半導体の一つである窒化イ

ンジウムはバンドギャップエネルギーと有

効質量が小さいため、赤外光デバイスや高

速電子デバイスの材料として研究されてい

る。しかし、結晶成長の困難性が高く，表

面・界面の電子蓄積の存在のために電気的

測定による物性評価が難しい。近年物性解

析が進んだが、電子有効質量は、

0.035~0.09m0 
[1-5]

 の範囲で不確定である。磁

場下での解析はこれまでにも行われている

が[3]，電子密度の不均一性は考慮されてい

ない。本研究では磁場下(6T)での赤外分光

スペクトル解析を電子密度の深さ方向不均

一性を考慮して行った結果を述べる。 

n-InN 試料[6]はサファイア基板上に分子線エピタキシ法により製作された。測定は 0-6T の磁場

下で入射角 7°でｓ偏光に制御して行われた。解析は n-InN/ n+-InN/GaN/Al2O3の 4層構造に対して

転送行列法により反射率を計算して行い，誘電関数におけるフォノンおよびプラズモンに関する

パラメータおよび膜厚を最適化した。これにより，電子有効質量と電子密度が独立に求められた。

フィッティング結果の例を図 1に示す。表 1に得られた電子密度 nおよび有効質量 mを示す。 

フィッティングの結果、電子有効質量の値が 0.049~0.056m0の範囲に存在することが分かった。

この値は吸収端エネルギーの n/m の n 依存性[1]
 の観点から電子有効質量を考慮した際にも適切な

値であると考えられる。文献[3]では

0.085 程度の値が報告されており，2

種の有効質量の値が述べられている

が，電子密度の空間分布とそれによ

る有効質量の空間的変化が影響して

いる可能性が考えられる。 

本研究は，科研費 15K13345 および

JP16H06425 により行われた。 
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表 1 : 各サンプルの電子密度および電子有効質量 

 サンプル名 E625 E791 E830 E856 

 n (cm-3) 7.0×1017 5.3×1017 3.9×1017 2.8×1017 

 m (m0) 0.049 0.049 0.052 0.056 

 

 

図 1 n 型 InN の６T でのスペクトルフィッティン

グ例。 
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